
شبيه سازى و تحليل مقايسه اى ترانزيستور
اثر ميدانى غير پيوندى تونلى (JLTFET) و
(JLFET) ترانزيستور اثر ميدانى غيرپيوندى
با هدف تعيين ميزان اثر پذيرى شاخص هاى

مهم از مهندسى گيت

محمد جواد کوچک پور *,سید علی صدیق ضیابری,  
1397-6-21

در این پژوهش به ارائه و بررسی یک ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی تونلی (JLTFET) و یک
ترانزیستور اثر میدانی غیرپیوندی (JLFET) پرداخته شده است که با استفاده از شبیه سازی ایده های
مهندسی گیت مانند: استفاده از گیت چند فلزی با بکار گیری توابع چند گانه در ساختار های مختلف و

استفاده از ایده تغییر جنس اکسید گیت در دو ترانزیستور فوق و تحلیل کوانتومی چرایی اختلاف رفتار
آن دوافزاره در صدد بهبود پارامترهای دیجیتال مثل: جریان روشنایی، جریان خاموشی، نسبت جریان

روشنایی به خاموشی و... بودیم. و با بکارگیری نهایت با بررسی نتایج شبیه سازی های صورت گرفته
به این نتیجه رسیدیم که تغییرات اعمال شده در این پژوهش بر رویترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی

تونلی نسبت به ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی شامل تغییرات بهبود بخشیده شده بهتری شده
است.

کلمات کلیدی : ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی – ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی تونلی – دی
الکتریک – تابع کار – جنس اکسید
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